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(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИФРАКЦИОННОЙПЕРИОДИЧЕСКОЙМИКРОСТРУКТУРЫ
НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ
(57) Реферат:

Способ изготовления дифракционной
периодической микроструктуры на основе
пористого кремния включает в себя
формирование заданной дифракционной
периодической микроструктуры с помощью
имплантации ионами благородных или
переходных металлов через поверхностную
маску, с энергией 5-100 кэВ. При этом доза
облучения обеспечивает концентрациювводимых

атомовметалла в облучаемой подложке кремния

2.5·1020-6.5·1023 атомов/см3. Плотностью тока

ионного пучка 2·1012-1·1014 ион/(см2·с) при
температуре подложки во время облучения 15-
450°C. Технический результат заключается в
обеспечении возможности изготовления
дифракционных периодических микроструктур
на основе пористого кремния с наночастицами
различных металлов в вакууме. 20 ил.
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(54) METHODOFDIFFRACTIONPERIODICMICROSTRUCTUREMAKINGBASEDONPOROUS SILICON
(57) Abstract:

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: method of diffraction periodic

microstructure making based on porous silicon includes
forming specified diffraction periodic microstructure
with help of ions implantation of noble or transition
metals through surface mask with energy of 5-100 keV.
At that, exposure dose provides concentration of metal

atoms in irradiated substrate of silicon of 2.5·1020-6.5·

1023 atoms/cm3. Ion beam current density is 2·1012-1·

1014 ion/(cm2·s) at substrate temperature during
exposure of 15-450 °C.

EFFECT: technical result consists in possibility of
making diffraction periodic microstructure based on
porous silicon with nanoparticles of different metals in

vacuum.
1 cl, 20 dwg
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